
      

 

         Large Area           2,6µm                      InGaAs Photodiode 
              

         IGA2000-2.6T         2mm dia aktive Fläche 

                    800nm – 2600nm 

 

                    Stand 2026 

 
      OEC GmbH      Seite 1 von 3 
       Vogelbergstraße 20 Tel   +49-(0)8291-1886-0  info@oec-gmbh.de 
      86441 Zusmarshausen Fax  +49-(0)8291-1886-79  www.oec-gmbh.de 

Beschreibung 
Unsere IGA2000-2.6T ist eine großflächige InGaAs-Photodiode mit einer Cut-off-Wellenlänge 
von 2,6 µm, die für Lasermessgeräte zur Leistungsbestimmung, Spektralanalyse, 
berührungslose Temperaturmessung, Detektion geringer Lichtintensitäten sowie für Single-
Pixel-SWIR-Kameras entwickelt wurde. 
Die aktive Fläche ist mit einem Durchmesser von 2000 µm besonders groß.  

Die IGA2000-2.6T bietet eine hohe Responsivität und ein geringes Rauschen im spektralen Bereich von 800 nm bis 2600 
nm, mit einem spektralen Maximum bei 2500 nm.  
Der Chip ist in einem modifizierten TO-5-Gehäuse hermetisch versiegelt. 
 

Merkmale 

• Großer Betriebsfrequenzbereich   • Betrieb mit niedriger Vorspannung 
• Große aktive Fläche     • Hoher Shunt-Widerstand 
• Geringer Dunkelstrom    • Spektralbereich von 800 nm bis 2600 nm 
• Wettbewerbsfähige Preise    • Wettbewerbsfähige Lieferzeiten 
 

Anwendungen 

• Berührungslose Temperaturmessung   • Laser-Leistungsmessgeräte   • Spektralanalyse  
• Detektion geringer Lichtintensitäten   • Single-Pixel-SWIR-Kameras   • Gas Sensorik 
 

Electro-Optical Characteristics & Specifications  T(ambient) @ +25°C 

Parameter   Condition   Min  Typ  Max   Unit____ 
Active area   dia      2    mm 
Spectral Range   VR 0V    800    2600  nm 
Spectral Peak   VR 0V      2500    nm 
Responsivity   λp 1,55µm, Ev 1µW, M 10 0,97  1    A/W 
Shunt resistance  10mV      8    kΩ 
Response Time   f 1MHz, RL 50Ω     1    ns 
Dark Current   0V Bias      13    µA 
     0,5V Bias     50    150  µA 
Junction Capacitance  Vr 0V F 1M     1800  3000  pF 
     Vr 0,5V F 1M     600  1000  pF 
Operating Voltage      0     </=1  V 
 

Absolute Maximum Ratings    T(ambient) @ +25°C 

Parameter   Condition   Min  Typ  Max   Unit____ 
Forward Current        10    mA 
Reverse Current        10    mA 
Reverse Breakdown Voltage IR 10µA               1  V 
Operating Temperature       -40    +85  °C 
Storage Temperature      -40    +85  °C 
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Dark Current vs Reverse Voltage   Spectral Response 

   
 
 

Junction Capacitance vs Bias Voltage 
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Package  
    

  
 
   All dimension in mm 
 
 
Options 
i.e.  Multi Mode Fibers  TE-Cooler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt gelten als korrekt und zuverlässig. Für eventuelle Ungenauigkeiten oder 
Unvollständigkeiten wird jedoch keine Haftung übernommen. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. 
 


